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Bienvenue aux J2N 2024 
 
Les Journées Nationales des Nanofils semiconducteurs 2024 se tiennent au Centre de 
Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) de Palaiseau, du 26 au 28 juin 2024. 

Il s’agit de la quatrième édition de cette manifestation après celles de Grenoble (2017), Lyon 
(2019) et Nice (2022). Les J2N ont pris le relais des réunions du GdR Nanofils Semiconducteurs 
(2006-2014) et d'un atelier organisé à Meudon en 2016. Il s'agit de rassembler la communauté 
scientifique française impliquée dans cette thématique et de susciter échanges et réflexions 
pour faire progresser l’effort de recherche tant au niveau fondamental que technologique. 

Les J2N 2024 présentent les dernières avancées françaises sur ces nanostructures sous forme 
d’exposés scientifiques répartis sur 4 demi-journées, dont huit présentations invitées (une 
étant issue de Suisse). Le panorama s'étend de la croissance cristalline des nanofils à leur 
intégration dans des dispositifs destinés à divers domaines d'application, en passant par leur 
structuration et leur caractérisation détaillée. De larges plages sont réservées aux échanges. 

Le comité local d'organisation est heureux de vous accueillir au C2N à l’occasion des J2N 2024. 

Maria Tchernycheva, C2N, Palaiseau 
Vincent Sallet, GEMAC, Versailles 
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Frank Glas, C2N, Palaiseau 
 
 
 
Bureau national des J2N 

Animatrice :  
Blandine Alloing, CRHEA, Valbonne 
Membres : 
Nicolas Chauvin, INL, Villeurbanne 
Yannick Coffinier, IEMN, Villeneuve d’Ascq 
Vincent Consonni, LMGP, Grenoble 
Joël Eymery, CEA-IRIG, Grenoble 
Jean-Christophe Harmand, C2N, Palaiseau 
Guilhem Larrieu, LAAS, Toulouse 
Lorenzo Rigutti, GPM, Rouen 
Vincent Sallet, GEMAC, Versailles 
Maria Tchernycheva, C2N, Palaiseau 
 
 
 
 
 
  



 

Programme 

Pour le détail des présentations, voir les pages suivantes (avec noms des orateurs en gras) 
 

 
 



Programme des J2N 2024 
 

  

Mercredi 26 juin 
 
  

13.00-14.00  Accueil dans le grand hall du C2N 
  
  
14.00-15.50  Session 1  Chair: Vincent Sallet 
  
14.00-14.10 Présentation des Journées 
 
14.10-14.50 Présentation invitée 
Laetitia Vincent   
I3 defects in GaAs-w/Ge-2H core/shell nanowires 
Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
 
14.50-15.10 Marc Túnica, A. Zobellia, M. Amato 
Acceptor and donor impurity levels in hexagonal-diamond silicon 
Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Saclay, CNRS, Orsay 
 
15.10-15.30 I. Dudkoa,b, A. D. Lamiranda, C. Botellaa, P. Regrenya, A. Danescua, M. Bugnetc, M. Krämerd, 
B. Gaultd,e, S. Waliab, J. Penuelasa, Nicolas Chauvina 

Telecom-band emission from hexagonal germanium quantum dots grown on the facets of GaAs 
nanowires 
a Ecole Centrale de Lyon, CNRS, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CPE Lyon, INL, Ecully 
b School of Engineering, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia 
c Université Lyon, CNRS, INSA Lyon, UCBL, MATEIS, Villeurbanne 
d Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Germany 
e Department of Materials, Royal School of Mines, Imperial College, London, United Kingdom 
 
15.30-15.50 Frank Glas 
Why is it so difficult to grow hexagonal diamond nanowires of group IV semiconductors? 
Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
 
15.50-16.20 Pause café 
 
 
16.20-18.00  Session 2  Chair: Noelle Gogneau 
  
16.20-17.00 Présentation invitée 
Pascale Chenevier 
Silicon nanowires for lithium-ion batteries and photocatalysis 
Université Grenoble Alpes, CEA, CNRS, Grenoble INP, IRIG, SYMMES, Grenoble 
 
17.00-17.20 Emilien Lefebvrea,b, A. Baillarda, E. Apperta, F. Donatinib, E. Sarigiannidoua, M. Webera, F. 
Wilhelc, V. Jacobd, V. Consonnia 
HMTA molecule and its multiple roles in the chemical bath deposition of ZnO nanowires 
a Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LMGP, Grenoble 
b Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, Grenoble 
c European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble 
d Université Grenoble Alpes, CNRS, IRD, Grenoble INP, IGE, Grenoble 



 
17.20-17.40 Lisa Legardiniera,b, G. Ardilab, C. Jimeneza, M. Webera, F. Donatinic, V. Consonnia 
Impact of post-growth treatment on the physical properties of ZnO nanowires for piezoelectric response 
enhancement  
a Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LMGP, Grenoble 
b Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, CNRS, Grenoble INP, CROMA, Grenoble 
c Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, Grenoble 
  
17.40-18.00 H.-L. Chena, C. Tonga, T. Bidauda, R. de Lépinaua,b, A. Scaccabarozzia,b, F. Oehlera, J.-C. 
Harmanda, A. Cattonia, Stéphane Collina,b 
Quantitative assessment of GaAs doping at the nanoscale by cathodoluminescence  
a Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
b Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF), Palaiseau 
 
  

19.00   Dîner des J2N au restaurant Le 19 
https://website-19-restaurant-palaiseau.eatbu.com 

  
 
 

  
 

Jeudi 27 juin 
 
 
09.30-11.10  Session 3  Chair: Nicolas Chauvin 
  
09.30-10.10 Présentation invitée  
A. K. Sivana, C. Aryaa, J. Trautvettera, Y. Kaura, S. Tachikawaa, J. M. Sojo-Gordilloa, B. Abada, Ilaria Zardoa,b 

Phonon dynamics and thermal transport in designed nanowires 
a Department of Physics, University of Basel, Basel, Switzerland 
b Swiss Nanoscience Institute, University of Basel, Basel, Switzerland 
 
10.10-10.30 T. Bidauda, H.-L. Chena, R. de Lépinaua,b, A. Scaccabarozzia,b, F. Oehlera, J.-C. Harmanda, A. 
Cattonia, Stéphane Collina,b 
Time-resolved and polarimetry cathodoluminescence to probe crystal phase, carrier lifetime and 
diffusion length in GaAs nanowires  
a Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
b Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF), Palaiseau 
 
10.30-10.50 J. Villafuertea,b, X. Zhangc, E. Sarigiannidoua, F. Donatinib, O. Chaix-Plucherya, L. Rapenneb, 
M. Q. Lec, L. Petitc, J. Pernotb, Vincent Consonnia 
Sb doping of ZnO nanowires as a relevant mean to enhance the piezoelectric response of flexible dynamic 
strain sensors 
a Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LMGP, Grenoble 
b Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, Grenoble 
c Université de Lyon, INSA-Lyon, LGEF, Villeurbanne 
 
10.50-11.10 Lanpeng Qianga, R. Vermeerschb, D. Albertinia, J.-M. Blueta, B. Daudinb, G. Brémonda  
Resolving dopant concentration of n-type AlN/GaN nanowires by scanning spreading resistance 
microscopy 
a INSA Lyon, Ecole Centrale de Lyon, CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1, CPE Lyon, INL, Villeurbane 
b Université Grenoble Alpes, CEA, IRIG-PHELIQS, NPSC, Grenoble 
 
11.10-11.40 Pause café 



11.40-13.20  Session 4  Chair: Vincent Consonni 
  
11.40-12.20 Présentation invitée 
T. Dursapa, I. Dudkoa,b, A. D. Lamiranda, C. Botellaa, P. Regrenya, A. Danescua,  S. Waliab, T. Zhouc, S. Labatd, 
O. Thomasd, M. I. Richardd, M. Fadele, C. Tapia Garciae, M. Koepfe, V. Arteroe, M. Bugnetf, N. Chauvina, José 
Penuelasa 
Heterogeneous core (GaAs) / shell nanowires by MBE 
a Ecole Centrale de Lyon, CNRS, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CPE Lyon, INL, Ecully 
b School of Engineering, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia 
c Center for Nanoscale Materials, Argonne National Laboratory, Lemont, IL 60439, USA 
d Aix Marseille Université, CNRS, Université de Toulon, IM2NP, Marseille 
e Université Grenoble Alpes, CNRS, CEA, IRIG, Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux, Grenoble 
f Université de Lyon, CNRS, INSA Lyon, UCBL, MATEIS, Villeurbanne 
 
12.20-12.40 Chen Wei, A. L. Alaoui, L. Travers, J. Chaste, C. Brochard, A. Cattoni, D. Bouville, E. Herth, 
J.-C. Harmand, F. Panciera 
In-situ TEM observation of GaAs nanowire nucleation on Si 
Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
 
12.40-13.00 J. Boscha, P. Vennéguèsa, P.-M. Coulona, L. Lymperakisb, Blandine Alloinga  
In depth study of the growth mechanism of GaN nanowires by Si-assisted MOVPE  
a Université Côte d'Azur, CNRS, CRHEA, Sophia Antipolis, Valbonne 
b Department of Physics, University of Crete, Heraklion, Greece 
 
13.00-13.20 D. Mosiietsa, Y. Genuista, Joël Ciberta, E. Bellet-Amalricb, M. Hocevara  
Dual-adatom diffusion-limited growth model for compound nanowires: Application to InAs nanowires  
a Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, Grenoble 
b Université Grenoble Alpes, CEA, Grenoble INP, IRIG, PHELIQS, Grenoble 
 
 
13.20-14.50  Déjeuner-buffet 
 
 
14.50-16.40  Session 5  Chair: Blandine Alloing 
 
14.50-15.30 Présentation invitée 
Yamina Andréa, E. Chereaua, E. Semlalia, A. Sauvagnata, G. Avita, H. Schmidb, C. Bougerolc, P.-M. Coulond, P. 
Shieldse, V. G. Dubrovskiif, J.-C. Harmandg, M. Tchernychevag, R. R. LaPierreh, A. Trassoudainea, E. Gila  
III-As and III-N nanowire growth by HVPE epitaxy for detection and emission applications  
a Université Clermont Auvergne, CNRS, Clermont Auvergne INP, Institut Pascal, Clermont-Ferrand 
b IBM Research Europe, Rüschlikon, Switzerland  
c Université Grenoble Alpes, CNRS, Institut Néel, Grenoble 
d Université Côte d’Azur, CNRS, CRHEA, Valbonne 
e Centre for Nanoscience and Nanotechnology, University of Bath, Bath, United Kingdom  
f Faculty of Physics, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia  
g Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
h Department of Engineering Physics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada 
 
15.30-15.50 Joséphine Pelenca, P. Regrenya, C. Botellaa, N. Blanchardb, N. Chauvina, J. Penuelasa 
Tuning the diameter of GaAs nanowires by wet chemical etching 
a Ecole Centrale de Lyon, CNRS, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CPE Lyon, INL, Ecully  
b Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, Institut Lumière Matière, Villeurbanne 
 



15.50-16.10 Weixi Wang, E. Ngo, P. Bulkin, M. Foldyna, P. Roca i Cabarrocas, E. V. Johnson, D. Pribat, 
J.-L. Maurice 
Diameter and shape control of quantum-sized Si nanowires synthesized with solid-liquid Cu-Sn catalysts 
under remote plasma conditions: an in situ TEM study  
École polytechnique, LPICM, Palaiseau 
 
16.10-16.30 Edith Bellet-Amalrica, F. Pancierab, G. Patriarcheb, L. Traversb, M. den Hertogc, J.-C. 
Harmandb, F. Glasb, J. Cibertc  
Two-monolayer steps in vapor-solid-solid growth: regulated dynamics 
a Université Grenoble Alpes, CEA, Grenoble INP, IRIG, PHELIQS, Grenoble  
b Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
c Université Grenoble-Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, Grenoble 
 
16.30-16.40 Exposés des compagnies  
 
16.40-17.10 Pause café 
 
 
17.10-18.30  Session 6  Chair: Maria Tchernycheva 
 
17.10-17.50 Présentation invitée 
Jean-Christophe Orliangesa, O. Allegreta, A. Boulle b, A. Gentilsc, A. Crunteanua 
Integration of vanadium dioxide nanowires in devices for high-frequency electronics and neuromorphics 
a XLIM, CNRS, University of Limoges, Limoges 
b IRCER, CNR, University of Limoges, Limoges 
c IJCLAB, CNRS, Université Paris-Saclay, Université Paris Cité, Orsay 
 
17.50-18.10 Emilie Belota,b, M.-C. Blatchea, F. Mathieua, F. Bardiea, L. Mazenqa, A. Lecestrea, T. Duenkic, 
Y. Ikeuchic, G. Larrieua,c 
Development of transparent nanowire array technology for high resolution electrophysiology of brain-
on-chip 
a CNRS, LAAS, Toulouse 
b Université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse  
c Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan 
 
18.10-18.30 Konstantinos Moustakasa, L. Cancellaraa, N. Pezzatoa, B. N Weslingb, A. Lecestrea, T. 
Mikolaijkc, J. Trommerb, G. Larrieua  
Integration of 10 nm ferroelectric HZO layer on vertical nanowires for low-energy neuromorphic 
architecture  
a Laboratory for analysis and architecture of systems, CNRS, Toulouse 
b Namlab Ggmbh, Dresden, Germany 
c Technische Universität, Chair for Nanoelectronics, Dresden, Germany 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



Vendredi 28 juin 
  
 
09.00-10.40  Session 7  Chair: Jean-Christophe Harmand 
  
09.00-09.40 Présentation invitée 
C. Barbota, W. Khelifia, C. Coinona, P. Capioda, Y. Deblocka, C. Nascimentoa, J.-F. Lampina, N. Chaizeb, M. 
Berthea, D. Troadeca, G. Patriarchec, X. Wallarta, P. Balletb, H. Sellierd, B. Grandidiera, Ludovic Desplanquea 

In-plane InAs and InSb nanowires grown by selective area MBE  
a Université de Lille, CNRS, Centrale Lille, ISEN, Université de Valenciennes, IEMN, Lille 
b CEA, LETI, Université Grenoble Alpes, Grenoble 
c Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
d Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, Grenoble  
 
09.40-10.00 Qiang Yua, K. Hassebib, H. Saidovb, I. Erofeevb, C. Renarda, L. Vincenta, F. Glasa, U. 
Mirsaidovb, F. Pancieraa  
Electric-field-assisted phase switching in GaAs nanowires  
a Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
b Centre for BioImaging Sciences, Department of Biological Sciences and Physics, National University of 
Singapore, Singapore 
 
10.00-10.20 Nam Honga, L. Traversa, N. Bardoua, G. Patriarchea, F. Glasa, R. Radhakrishnanb, D. Lib, N. 
Akopianb, J.-C. Harmanda, F. Pancieraa  
Crystal phase quantum dots in III-V nanowires: from in situ TEM investigations to conventional MBE 
fabrication  
a Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
b Department of Electrical and Photonics Engineering, Technical University of Denmark (DTU), Kongens 
Lyngby, Denmark 
 
10.20-10.40 Vincent Salleta, G. Patriarcheb, L. Traversb, F. Glasb, J.-C. Harmandb  
Physical state and composition of the catalyst droplet during the growth of GaAs nanowires: in situ 
observations using NanoMAX  
a GEMAC, Université Paris-Saclay, CNRS, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Versailles 
b Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
 
10.40-11.10 Pause café 
 
 
11.10-12.50  Session 8  Chair: Frank Glas  
  
11.10-11.50 Présentation invitée 
L. Valeraa, V. Greniera, S. Finotb, J. Eymeryc, M. Tchernychevad, N. Amador-Mendezd, G. Jacopinb, Christophe 
Duranda 
Core-shell nanowire UV LEDs 
a Université Grenoble Alpes, CEA, Grenoble-INP, IRIG, PHELIQS, NPSC, Grenoble 
b Université Grenoble Alpes, Institut Néel, Grenoble-INP, CNRS, Grenoble 
c Université Grenoble Alpes, CEA, IRIG, MEM, NRX, Grenoble 
d Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
 
 
 
 
 



11.50-12.10 Dyhia Tamsaouta, A. Madouria, C. Barbiera, C. Durandb, J. Henriquesb, N. Gogneaua, E. 
Cambrila, J.-R. Coudevyllea, L. Largeaua, A. Trassoudainec, E. Semlalic, M. Tchernychevaa, J.-C. Harmanda  
Two step growth procedure for homogeneous GaN NW arrays on graphene  
a Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
b CEA, IRIG, Grenoble 
c Université Clermont Auvergne, Institut Pascal, Aubière 
 
12.30-12.50 Jonathan Henriquesa, D. Tamsaoutb, L. Largeaub, E. Cambrilb, G. Jacopinc, M. 
Tchernychevab, J.-C. Harmandb, J. Eymeryd, C. Duranda  
MBE-nanowire-based selective area MOVPE growth of GaN platelets on graphene for μLED applications 
a Université Grenoble Alpes, CEA, Grenoble-INP, IRIG, PHELIQS, NPSC, Grenoble 
b Université Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau 
c Université Grenoble Alpes, Institut Néel, Grenoble-INP, CNRS, Grenoble  
d Université Grenoble Alpes, CEA, IRIG, MEM, NRX, Grenoble 
 
12.10-12.30 Thi Huong Ngoa, V. Brändlia, S. Chenota, S. Véziana, P. M. Coulona, B. Alloinga, C. Santinib, S. 
Meuretb, C. Brimontc, T. Guilletc, B. Damilanoa  
Top-down GaN nanowires for nanolasers  
a Université Côte d’Azur, CNRS, CRHEA, Valbonne 
b CNRS, CEMES, Toulouse 
c Laboratoire Charles Coulomb, University of Montpellier, CNRS, Montpellier 
  
  
12.50             Clôture des Journées, déjeuner-buffet, réunion du Bureau des J2N 
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